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【はじめに】我々研究グループでは、Core-shell 型ナノワイヤ(NW)を用いた発光素子の検討

を行っている。NW を覆うように量子殻(Multiple-Quantum-shell :MQS)を成長させることで、

NW 側壁の非極性面から発光が得られる。また NW のピッチ、アスペクト比を制御するこ

とで従来のデバイスに比べて発光面積が増大する。このため量子殻レーザは半導体レーザ

の高効率・高出力化に期待できる。本研究では、NW、MQS、p-GaN shell をトンネル接合(TJ)

を介して n-GaN で埋め込んだサンプルから Figure1(a)に示すレーザ構造を作製し、EL 測定

を実施したのでその結果を報告する。 

【実験方法と結果】デバイスプロセスにて幅 5µm~20µ、共振器長 500µ~1250µm のストライ

プ構造を作製し、SOG(spin on grass)により絶縁層を形成した。その後、ドライエッチングに

よりストライプ上とアノード電極蒸着部の SOG を除去し、電極を蒸着した。共振器面はド

ライエッチングとウェットエッチングによりミラーを形成し、EL 測定を行った。作製した

デバイスの SEM 像を Figure1(b)に、EL 測定の結果を Figure1(c)に示す。作製したデバイス

にて 3kA/cm2の DC 電流注入時においてストライプ全面での青色発光を確認した。 

Figure 1 (a)Device structure (b)SEM image of the fabricated device structure (c)DC V-I-L 

characteristics of ridge stripe structure device with stripe width of 5 µm and resonator length 

of 1000 µm 
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